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Kurzzusammenfassung

In der Automobil-, Energie- und Industrietechnik gibt es eine ganze Reihe von An-
wendungen für Mikrosysteme in heißen und aggressiven Umgebungen, die erhöhte
Anforderungen an die verwendbaren Konzepte und Materialien stellen. Silizium-
carbid (SiC) ist als alternative Materialbasis im Vergleich zu Silizium thermisch,
elektrisch sowie mechanisch stabiler und zeichnet sich zudem durch eine hohe Me-
dienbeständigkeit aus.

Der erste Teil dieser Arbeit umfasst die Entwicklung von polykristallinem SiC
als Materialsystem zur Anwendung in oberflächenmikromechanischen Sensoren und
den zugehörigen Fertigungstechnologien. Zum einen wurden Verfahren zur Herstel-
lung von leitfähigen polykristallinen SiC-Dünnschichten aus der Gasphase unter-
sucht und evaluiert. Zum anderen wurde ein fluorbasiertes, plasmaunterstütztes
Trockenätzverfahren zur Strukturierung von SiC entwickelt, das auf zyklisch alter-
nierenden Prozessgasen basiert und die Erzeugung tiefer Gräben mit steilen Kanten
erlaubt. Zur Herstellung von freistehenden SiC-Strukturen diente eine neue hoch-
selektive Opferschichttechnologie, die auf einer vergrabenen Schicht aus Silizium-
Germanium basiert. Darüber hinaus erfolgte die Untersuchung unterschiedlicher
Metallisierungen zur temperaturstabilen ohmschen Kontaktierung.

Im zweiten Teil wurde ein Konzept für einen robusten Drucksensor entwickelt und
mittels einer FEM-Simulation ausgelegt. Die Fertigung des Drucksensors erfolgte
mit den im ersten Teil dieser Arbeit beschriebenen Technologien.
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Abstract

New applications in automotive, energy and industrial technology indicate an incre-
ased demand for microsystems adapted to environments having elevated temperatu-
res and aggressive media, resulting in higher requirements on suitable concepts and
materials. Compared to conventional silicon, silicon carbide (SiC) is electrically,
mechanically and thermally more stable and shows a higher chemical inertness.

In the first part of this work, polycrystalline SiC for the application of electrically
conductive layers in sensors produced in surface technology has been developed.
The production of conductive, in situ-doped layers occured by plasma enhanced
chemical vapour deposition as well as plasmaless deposition. In addition, a new
fluorine based dry etch of SiC has been developed, using gas switching to preserve
deep trenches with high aspect ratios. To achieve free standing structures a new
developed high selective sacrificial layer technology was adopted using a buried
layer of silicon-germanium and chlorine trifluoride as etchant. Moreover, several
metallic materials have been investigated to meet the requirements of temperature
stable ohmic contacts on polycrystalline SiC.

The second part attends to a newly developed pressure sensing principle which has
been designed with the aid of a FEM-Simulation especially for the application in
harsh environments in the engine compartment of automobiles. The fabrication of
the sensor was realized through the technologies described in part one.
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